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Для определения срока службы светодиодов широко йспользуюіся 
методики ускоренных испытаний при повышенных значениях 
температуры окружающей среды и прямого тока.

В основу этих методик могут быть положены различные теоретические 
модели и механизмы деградации светового потока светоизлучающею 
устройства. Однако, все эти исследования деграяационных пропессон 
обьединяез необходимость точного знания температуры активной облает 
испы туемых светодиодов.

Таким образом, создание досзаточио простого и точного метода 
измерения температуры активной области светодиодов нредставлясі 
определенный научный и практический итерес.

В данной работе исследовались линейки (L-,Series) светодиодов фирмы 
PaTagon Semiconductor Lighting Technology Со., Ltd. (линейки голубых и 
красных светодиодов). В качестве метода измерения температуры 
активных областей и кристалла светодиодов йснользовазіся 
люмйнеснентнЕ.ій метод [I, 2]. Были определены температуры актйвні.іх 
областей и криезалла свезодиодов в диапазоне зоков накачки (1 - 600 м.Л) 
при двух условиях крепления линеек светодиодов (с и без внешнею 
пассивного теплоотвода).

Измерения показали, что температура перегрева активных областей п 
кристаллов голубых светодиодов без теплоотвода при постоянном зокс 
равном 600 мА бі.іла равна 57,6°С, с теплоотводом - 20°С, тогда как для 
линеек с красными свезодиодами температура перегрева была: без 
теплоозвода -  72“С, с зеплоотводом -  7°С.
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